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Abstract of DE1 961 541 3 

The IC device includes a voltage source (VDD), a 
switch (Q1) with one end connected to the 
voltage source, and a logic circuit (Lj) connected 
to the other end of the switch. Provided with the 
voltage source is a voltage source conductor 
(VDDV) which can be held by an electrical load. 
The switch is connected at its respective ends 
between the voltage source and the source 
voltage conductor. The logic switch has 
sequential switches and has two operational 
nnodes, e.g. active and standby. In active mode, 
the switch is continually conductive, while in 
standby mode the switch is intermittently 
conductive under control of a clock circuit (1 1 ). 
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Priifungsantrag gem- § 44 PatG ist gestellt 
Integrierte Halblelterschaltung 

^7) EIne Logikschaitung (L,) ist zwischen einer virtuellen. 
Spanrtungsversorgungsleitung (VDDV), welche Qber einen 
PMOSrTransjstor (Ql) mit einer tatsachlichen Spannuhgs- 
versorgung (VDO) verbundan ist und einer virtuellan Masse- 
leitung (GNDV), welche uber eirien NM OS-Transistor (02) 
an eine tatsaohliche Masse (GND) angeschlbssen \^t, yer- 
bUnden. Wahrend einer aktiven Perioda sind die TranSistoren 
(Q1, Q2) andaOernd leitend/ w9hrend sich die virtualle 
Spahnungsveraorgungsteitung (VDDV) und . die vlrtuelte 
Masseleitung (6NDV) auf Spannungsversprgungspotential 
(VDD) bzw. auf Massiapotentialen (GND) befinden. WShrend 
einer ^tandby-Periode bafindan sich. die Translstoren (Ql, 
02) periodisch in ainem teitanden/mehtleitenden Zustand, 
wodurch die yirtuelle Spannungsversorgungsleitung (VDDV) 
und die virtuelle Masseleitung (GNDV) geiaden und entiaden 
wird, wobai der Leistungsverbrauch verringert wlrd^. wah- 
rend ein Varlust der d'urch die Logikschaitung (L,) gahaltenen 
informationan verhindert wird. 
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Die Erfindung bezieht sich auf eine integrierte Halb- 
leiterschaltung und insbesondere auf eine integrierte 
Halbleiterschaltung, mit der ein Leckstrom wShrend ei- 
nes Standby-Betriebes dadurch verringert werden kann, 
daB eine Stromversorgungsleitung und eine Masselei- 
tung eines logischen Schaitungsabschnitts unterbrochen 
. werden, wobei die in einer sequentiellen Schaltung, wie 
beispielsweise einer Zwischenspeicherschaltung und ei- 
ner Registerschaltung des logischen Schaitungsab- 
schnitts gespeicherteh logischen Daten uber eine verr 
langerte Stahdby-Periode nicht verloren gehen. 

Die neuesten Fortschritte bei der Integration von in- 
tegrierten Halbleiterschaltungen und die weite Verbrei- 
tung ihrer Anwendungsgebiete fuhrten zu einer ver- 
starkten technischen Untersuchung der Tatsache, wie 
der Leistungsverbrauch der integrierten Halbleiter- 
schaltung oder des Halbleiterbausteins verringert wer- 
den kahn. Die Verringerung des Leistungsverbrauchs 
einer integrierten Halbleiterschaltung sowie der An- 
stieg ihrer Leistungskhigkeit wurde zu einem wichtigen 
technischen Faktor, der den Wert einer integrierten 
Halbleiterschaltung'erhoht, da sich dadurch die Lebens- 
dauer einer eingebauten Batterie fur eine tragbare In- 
form a tionsausriistung, wie beispielsweise ein Telefoh, 
* ein elektronisches Notebook und ein Miniaturcompiiter 
. (PC) erhoht. Daruber hinaus wird der Wert der inte- 
grierten Schaltung dadurch erhoht, da die GroBe einer 
Kuhlvorrichtung und eines Spannungsvefsorgungsge- 
rates fur eine Hochleistungsinformationsverarbeitungs- 
ausriistung verringert werden konnen und die sozialen 
Anforderungen an einen glqbalen Umweltschutz durch 
effektive Nutzung von Energierespurcen gewahrleistet 
sind. ' 

Eine der effektivsten Annaherungen zur Verringe- 
rung des Leistungsverbrauchs einer Halbleitervorrich- 
tung erhalt man durch Verringerung der fur den Betrieb 
der Halbleitervorrichtung notwendigen Spannung, wie 
nachfolgend beschrieben wird. Der Leistungsverbrauch 40 
einer CMOS(complementary metal-oxide-semiconduc- 
tor)-LSI(large scale integration)-Schaltung bestimmt 
sich durch: ■ • 



VDD beeinfluBt somit den Leistungsverbrauch sehr 
stark. Da die Verringerung des^ Leistungsverbrauchs 
gleich der Verringerung der Spannung ist, wird nun- 
mehr die Entwicklung von N iederspannungsschal tun- 
gen vermehrt gefordert 

Wenn beispielsweise ein Halbleitergerat mit emer 
Spannungsversorgung von 5 V bei 1,5 V betrieben wird, 
verringert sich der Leistungsverbrauch urn ca. ein.Zehn- 
tel (genauer gesagt [l,5/5,0p). 

Unerwunschte Nebeneffekte, die mit der Verringe- 
rung der Spannungsversorgung einhergehen, sind die 
verringerte Fahigkeit des Transistors, einen Strom ein- 
zuspeisen und die sich ergebende geringere Betriebsge- 
schwindigkeit, wie nachfolgend beschrieben wird. 

Zur Gewahrleistung einer normalen Schaltungsope- 
ration muB die Differenz zwischen dem Ein-Zustand- 
Strom und dem Aus-Zustand-Strom eines. Transistors 
das Siebenfache seines Wertes sein. Zur Sicherstel 



20 



25. 



30 



35 



P - Idc.VDD + CT-f-VDD2 

wobei Idc eine .Gleichstromkomponente, Ct eine Ge- 
samtkapazitat in der LSIrSchaltung, f eine Durch- 
schnittsbetriebsfrequenz und VDD die Spannungsver- 
sorgung ist . 

Eine weitere bereits vorgeschlagene Annaheruiig be- 
steht aus einer Architektur, die derart ausgestaltet is^ 
daB beispielsweise der Betrieb eines Schaltungsblocks 
gestoppt wird, der wahrend einer Informationsverarbei- 
tung fur. besti'mmte Informationsverarbeitungsschritte 
. nicht benotigt wird, wodurch die Werte Ct und f wir- 
kungsvoll verringert werden und dadurch ein Strom 1 
verkleinert wird. Unglucklicherweise erwartefman fiir 
die Werte von Ct und f in der oben genannten Glei- 
chung fur die Zukunft anwachsende Werte, da insge- 
samt die Tendenz in Richtung noch hdherer Integration 
und Leistung bzw. Geschwindigkeit der integrierten 
Halbleiterschaltungen geht. 

Andererseits besteht eine groBe Wahrscheinlichkeit, 
daB sich die Spannungsversorgung VDD mit fortschrei- 
tender Technologie verringert, wobei ungefahr die qua- 
drierte Spannungsversorgung VDD den Leistungsver- 
brauch direkt beeinfluBt. Die Spannungsversorgung 



ca. — « »^.^ww.. 

lung dieses Unterschieds darf eine Schwellwert span- 
nung Vth nicht ununterscheidbar verringert werden. 
Beispielsweise erh5ht sich der Leckstrom (StromfluB, 
wenn ein Transistor abgeschaitet ist) eines typischen 
existierenden Transistors um mindestens eine GroBen- . 
ordnung, wenn die Schwellwertspannuhg Vth um 0,1 V 
verringert wird. Aus diesem Grurid bewirkt die Verrin- 
gerung der Schwellwertspannung Vth einen scharfen 
Anstieg des Stroms wahrend. des Standby-Betriebes 
(nachfolgend als Standby-Strom bezeichnet), wodurch 
die Batterielebensdauer einer tragbaren Ihformations- 
ausrustung erheblich verringert wird. 

Aufgrund der notwendigen Unterdruckung des 
Standby-Stroms kann auf diese Weise die Verringerung 
der Spannungsversorgung VDD nicht die Schwellwert- . 
spannung Vth entsprechend verringern. Da die Strom- 
einspeisefahigkeit proportional zu (VDD-Vth)^ ist, be- 
wirkt die Verringerung der Spannungsversorg^ung VDD 
eine Abnahme des Wertes (VDD-Vth)2 wodurch sich 
eine verringerte Stromeinspeisefahigkeit des Transi- 
stors sowie Operauonsgeschwindigkeit der Schaltung 

ergibt. X7 • 

GemaB dem Stand der Technik ist es fiir di e Verringe- 
rung des Leistungsverbrauchs durch Verringerung der 
Spannungsversorgung sehr schwierig, einen Abfall in 
der Operationsgeschwindigkeit zu verhindern. Um die- 
45 ses Problem zu I6sen, wurde eine Halbleitervorrichtung 
mit einer Vielzahl von Schwellwertspannungen oder ein . 
sogenannter Mehrfach-Schwellwert CMOS (nachfol- 
gend als MTCMOS bezeichnet) vorgeschlagen. Eine 
derartige Technologie ist in "Electronic Engineering. 
The Nikkan Kogyo Shimbun Ltd. September 1994, Sei- 
ten 29—32" off enbart ^.^x>fr^c 
Die Fig. 9 ist ein Schaltbild, welches die MTCMOS- 
Schaltuhg im Konzept darstellt. Die MTCMOS-Schal- 
tung besitzt zwei Arten von CMOS-Transistoren: Tran- 
sistoren HT mit hohem Schwellwert und Xransistoren 
LT mit niederem Schwellwert. 

Der Hoch-Schwellwerttransistor HT ist em Transi- 
stor, der fur allgemeine Prozesse verwendet wird. Der 
Nieder-Schwellwerttransistor LT besitzt eine Schwell- 
wertspannung Vth zwischen 0^ bis 03 V, wodurch erne 
Normal-Ein-Bedingung (Bedingung, in. der der /Transi- 
stor nicht aus ist. wenn die Gatespannung null 1st) fur 
den Fall yon Streuungen verhindert wird, die von den 
HersteUungsschritten herrQhren. In dieseirv Fall 1st der 
Leckstrom des Transistors LT um mindestens das Tau- 
sendfache groBer als der des Transistors HT. Die Schal- 
tung, welche lediglich aus Transistoren LT besteht, ruft 
einen ernsthaft anwachsenden Standby^Strom hervor. 
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Die MTCMOS-Schaltung wurde zur Unterdriickung 
des Standby-Stromanstiegs entworfen. 

Eine Vielzahl von Logikschaltungen Lj (i = iX • - ) 
sind mit einer virtuellen Spannungsversorgungsleitung 
VDDV und einer virtuellen Masseleitung GNDV, ver- 
bunden. Die virtuelle Spannungsversorgungsleitung 
VDDV ist mit einer tatsachllchen Spannungsversorgung 
VDD iiber einen PMOS-Transistor Ql verbunden, der 
eih Hoch-Schweliwerttransistor HT ist. Entsprechend 
ist die virtuelle Masseleitung GNDV mit einer tatsachll- 
chen Masse GND iiber einen NM OS-Transistor Q2 ver- 
bunden, der ein Hoch-Schwellwerttransistor HT ist 

An das Gate des Transistors Ql wird ein Signal. SL 
angelegt, wahrend das invertierte Signal SL an das Gate 
des Transistors Q2 angelegt wird. 

Die Fig- 10 ist eine Darstellung der Kurvensignale, 
welche den Betrieb der MTCMOS-Schaltung gemaB 
Fig- 9 zeigen. Wahrend einer aktiven Periode liegt das 
Signal SL auf Massepotential GND (fur die Masse 
GND urid fiir das Massepotential GND werden die glei- 
chen Bezugszeichen verwendet), und das Signal SL liegt 
auf dem Potential der Spannungs^Versorgung VDD 
(entsprechend werden fiir die Spannungsversorgung 
VDD und das Potential der Spannungsversorgung VDD 
die gleichen Bezugszeichen verwendet). 
. Wahrend der aktiven Periode sind der PMOS-Transi- 
stor Ql und der NMOS-Transistor Q2 eingeschaltet und 
die virtuelle Spannungsversorgungsleitung VDDV und 
die virtuelle Masseleitung GNDV mit der Spannungs- 
versorgung VDD und der Masse GND entsprechend 
verbunden. Somit erhalten die virtuelle Spannungsver- 
sorgungsleitung VDDV, die virtuelle Masseleitung 
GNDV und die logischen Schaltungen Lj den Strom 
uber einen niederohmigen Strompfad, weshalb eine 
Hochgeschwindigkeitsoperatibn moglich ist, wenn die 
Spannungsversorgung gering ist 

Wahrend einer Standby-Periode ist das Signal SL auf 
dem Potential der Spannungsversorgung VDD und das 
Signal SL auf dem Massepotential GND. In diesem Zu- 
stand sind die Transistoren Ql und Q2 abgeschaltet Die 
Spannungsversorgung VDD und die Masse GND sind 
elektrisch yon den aus den Transistoren LT bestehen- 
den logischen Schaltungen Li abgetrennt, weshalb der 
Leckstrom der gfesamten Schaltung nur in den Transi- 
storen Ql und Q2 erzeugt wird, welche aus den Transi- 
storen HT bestehen. Da der TransistoT LT mehr Lei- 
stung verbraucht, wie oben beschrieben wurde^ kann die 
MTCMOS-Schaltung einen groBeren Leistungsver- 
brauchsbetrag im Standby- Betrieb verringern als eine 
aus lediglich Transistoren LT bestehende Schaltung. 

Das herk6mniliche fiir Niederspannimgsoperationen. 
beabsichtigte Halbleitergerat .ist wie oben beschrieben 
aufgebaut Wihrend der Standby-Periode werden die 
virtuelle Spannungsversorgungsleitung VDDV und die 
virtuelle Masseleitung GNDV elektrisch von der tat- 
sachlichen Spannungsversorgung VDD und der tatsSch; 
lichen Masse GND entsprechend getrennt und in einen 
Hochimpedanzzustand bzw- hochohmigen Zustand ge- 
fuhrt 

Ober eine. verlangerte Standby-Periode flieBt ein 
Leckstrom von' der virtuellen Spannungsversorgungs- 
leitung VDDV und der yirtuellen Masseleitung GNDV 
uber die Transistoren LT, welche die logischen Schal- 
tungen Li bilden. Durch den vorstehend genannten gro- 
Ben Leckstrom der Transistoren LT ergibt sich, daB die 
Potentiale der virtuellen Spannungsversorgungsleitung 
VDDV und der virtuellen Masseleitung GNDV sich mit 
der Zeit aneinander annSiherh. 



In diesem Fall besteht insbesondere eine erhohte Ge- 
fahr, daB eine sequentielle Schaltung (welche eine Spei- 
cherschaltung aufweist) zum Speichern von logischen 
Werten, wie beispielsweise eine Registerschaltung, eine 
5 Zwischenspeicherschaltung und eine Flipflop-Schal- 
tung, welche in den logischen Schaltungen Li enthalten 
sind, die logischen Informationen nicht ianger behalten 
konnen und die abgespeicherten Informationen verlie- 
ren. Dies bedeutet, daB das Halbleitergerat nicht in den 

10 Originalzustand zuruckkehrt, wenn die Standby-Peri- 
ode zur aktiven Periode zurCickkehrt, wodurch sich be- 
trachtliche Nachteile im praktischen Gebrauch ergeben. 

GemaB einem ersten Teilaspekt der Erf indung besitzt 
die integrierte Halbleiterschaltung eine erste Span- 
is nungsversorgung, eine erste Spannungsversorgungslei- 
tung zum Halten yon elektrischen Ladungen, einen er- 
sten Schalter mit einem ersten Ehde, welches mit der 
ersten Spannungsversorgung verbunden ist und einem 
zweiten Ende, welches mit der ersten Spannungsversor- 

20 gungsleitung verbunden ist, und zumindest einer logi- 
schen Schaltung, welche eine sequentielle Schaltung be- 
sitzt, die iiber die erste Spannungsversorgungsleitung 
mit dem zweiten- Ende des ersten Schalters verbunden 
. ist, wobei der. erste Schalter konstant leitend ist wah- 

25 rend einer ersten Periode, in der die logisiehje Schaltung 
aktiv ist, und wobei der erste Schalter interrhittierend 
leitend ist wahrend einer zweiten Periode, in der die 
. logische Schaltung im Standby-Betrieb ist 

GemaB einem zweiten- Aspekt der vorliegenden Er- 

30 findung weist zumindest eine Logikschaltung eine Viel- ' 
zahl von logischen Schaltungen auf. 

GemaB einem dritten Aspekt der vorliegenden Erfin- 
dung besitzt die integrierte Halbleiterschaltung einen 
Zeitgeber zum Erzeugen eines Steuersignals zimi Steu- 

35 ern des leitenden Zustands des ersten Schalters wah- 
rend der zweiten Periode. 

GemaB einem vierten Aspekt der vorliegenden Erfin- 
dung besitzt die integrierte Halbleiterschaltung eine 
Spannungsdetektorschaltung zum Erfassen eines ersten 

40 Potentials, welches dem Potential, auf der ersten Span- 
nungsversorgungsleitung; entspricht, wobei die Span- 
nungsdetektorschaltung den ersten Schalter in den lei- 
tenden. Zustand bringt, wenn das erste {Potential wah- 
rend der zweiten Periode auBerhalb eines vorgegebe- 

45 . nen Bereiches fallt 

GemaB einem funften Aspekt der vorliegenden Erfin- 
dung besitzt die integrierte Halbleiterschaltung eine 
zweite Spannungsversorgung; .eine zweite Spannungs- 
versorgungsleitung zum Halten eliektrischer Ladungen; 

50. einen zweiten Schalter, dessen erstes Ende mit dej zwei- 
. ten Spannungsversorgung und dessen zweites Ende mit 
der zweiten Spannungsversorgungsleitimg verbunden 
ist; wobei die sequentielle Schaltung mit dem zweiten 
Ende des zweiten Schalters iiber die zweite Spannungs- 

55 versorgungsleitting verbunden ist, und der leitende/ 
nicht leitende Zustand des zweiten Schalters mit dem 
leitenden/nichtleitenden Zustand^ des ersten Schalters 
eirihergeht 

GemaB einem sechsten Aspekt der vorliegenden Er- 
60 findung weist die Logikschaltung femer eine Kombina- 
tiohsschaltung auf und die integrierte Halbleiterschal- 
tung besitzt dariiber hinaus einen zweiten Schalter, des- 
sen erstes Ende mit der ersten Spannungsversorgung 
uiid dessen zweites Ende mit der Kombinationsschal- 
65 tung verbunden ist, wobei der zweite Schalter wahrend 
der ersten Periode andauemd leitend ist und wahrend 
der zweiten Periode andauernd nichtleitend ist. 

GemaB einem siebten Aspekt <ler vorliegenden Erf in- 
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dung besitzt die integrierte Halbleiterschaltung eine 
zweite Spannungsversorgung; eine zweite Spannungs- 
versorgungsleitung zum Halten elektrischer Laduiigen; 
einen dritten Schalter, dessen erstes Ende mit der zwei- 
ten Spannungsversorgung und dessen zweites Ende mit 
der zweiten Spannungs versorgungsleitung verbunden 
ist; einen vierten Schalter mit einem ersten Ende, wel- 
ches mit der zweiten Spannungsversorgung verbunden 
ist und einem zweiten Ende; wobei die sequentielle 
Schaltung mit dem zweiten Ende des dritten Schalters 
uber die zweite Spannungsversorgungsleitung verbun- 
den ist; die Kombinationsschaltung darUber hinaus mit 
dem zweiten Ende des vierten Schalters verbundeti ist, 
der leitende/nicht leitende Zustand des dritten Schalters 
mit dem leitehd.en/nicht leitenden Zustand des ersten 
Schalters einhergeht, und der leitende/nichtleitende Zu- 
stand des vierten Schalters mit dem leitenden/nichtlei- 
tenden Zustand des zweiten Schalters einhergeht. ■ 

GemaB einem achten Aspekt der vorliegenden Erfih- 
dung besitzt die integrierte Halbleiterschaltung ein^ 
Spannungsversorgung zum Liefem eines vorbestimm- 
ten Potentials; eine Spannungsversorgungsleitung zum 
Halten elektrischer Ladungen; und eine Logikschaltung; 
bestehend aus einer sequentiellen Schaltung, welche 
liber die Spannungsversorgungsleitung wahrend einer 
ersten Periode andauemd mit der Spannungsversor- 
gung verbunden ist und welche wahrend einer zweiten 
Periode liber die Spannungsversorgungsleitung inter- 
mittierend mit der Spannungsversorgung verbunden ist 
GemaB einem neunten Aspekt der vorliegenden Er- 
findung weist die Logikschaltung darQber hinaus erne 
Kombinationsschaltung auf , welche wahrend der ersten 
Periode andauernd mit der Spannungsversorgung ver- 
bunden ist und wahrend der zweiten Periode andauernd 
von der Spannungsversorgung getrennt ist 

Die integrierte Halbleiterschaltung gemaB dem er- 
sten Teilaspekt der Erfindung muB die logische Schal- 
tung nicht wahrend der zweiten Periode ansteuem. Je- 
doch sollte der wahrend der ersten Periode vor der 
zweiten Periode erzeugte Zustand gehalten werden, da- ,40 
* mit eine Fehlfunktion der sequentiellen Schaltung iii der 
logischen Schaltung wahrend der ersten Periode, wel- 
che der zweiten Periode nachfolgt, verhindert werden 
. kann. Da die erste Spannungsversorgung wShrend der 
zweiten Periode in intermittierender Weise mit der se- 
quentiellen Schaltung verbunden. ist, wird der Leistungs- 
verbrauch unterdruckt und der Zustand der sequentiel- 
len Schaltung wird durch das Anlegen von elektrischer 
Ladung an die .erste Spanftiingsversorgungsleitung ge- 
halten. 

In der integrierten Halbleiterschaltung gemaB dem 
zweiten Teilaspekt der Erfindung kann, wenn eine Viel- 
zahl von logischen Schaltungen im Standby-Betrieb 
sind. die elektrische Ladung, welche Fehlfunktionen fiir 
alle logischen Schaltungen verhindert, der ersten Span- 
nungsversorgungsleitung dadurch zugefuhrt werden, 
daB nur der erste Schalter betatigt wird. 

In. der integrierten Halbleiterschaltung gemaB einem 
dritten Teilaspekt der Erfindung kann der erste Schalter 
wahrend der zweiten Periode automatisch in interniit- 
tierenden Leitungskohtakt gebracht werden. 

In der integrierten Halbleiterschaltung gemaB dem 
vierten Teilaspekt der Erfindung kann die fur die se- 
quentielle Schaltung zum Halten des Zustands fur die 
erste Periode ausreichende elektrische Ladung konstant 
auf der ersten Spannungsversorgungsleitung wahrend 
der zweiten Periode anhegen^ 

In der integrierten Halbleiterscha:itung gemSB dem 



funften und siebten Teilaspekt der Erfindung wird die 
zweite Spannungsversorgung intermittierend mit der 
sequentiellen Schaltung verbunden. Dadurch wird der 
Leistungsverbrauch unterdruckt und der Zustand der 
sequentiellen Schaltung durch die Zufuhr von elektri- 
schen Ladungen an die zweite Spannungsversorgungs- 
leitung gehalten. 

In der integrierten Halbleiterschaltung gemaB dem 
sechsten Teilaspekt der Erfindung muB die Kombina- 
tionsschaltung, deren Ausgangssignal nur durch den Zu- 
stand des augenblicklich anliegenden Signals bestimmt 
ist nicht den Signalzustand fur die erste Periode vor der 
zweiten Periode wahrend der zweiten Periode halten, 
und sie muB nicht mit elektrischer Ladung versorgt wer- 
den. Dariiber hinaus ist es nicht gefordert daB die inte- 
grierte Halbleiterschaltung ununterscheidbare elektri- 
sche Ladungen wahrend der zweiten Periode fur die 
logische Schaltung sicherstellt und daB sie elektrische 
Ladungen an. die Kombinationsschaltung liefert, wo- 
20 durch der Leistungsverbrauch weiter verringert wird. 
In der integrierten Halbleiterschaltung gemaB dem 
achten Teilaspekt der Erf indung wird die logische Schal- 
tung wahrend der ersten Periode aktiv betrieben, . Wah- 
rend der zweiten Periode befindet. sich die logische 
Schaltung inri Standby-Betrieb und muB nicht angesteu- 
ert werden, wobei jedoch der wahrend der ersten Peri- 
ode vor der zweiten Periode erzeugte Zustand gehalten 
werden muB, um Fehlfunktionen in der sequentiellen 
Schaltung wahrend der auf die zweite Periode nachfol- 
genden ersten Periode zu verhindern. Die Spannungs- 
versorgung ist unterbrechend bzw. intermittierend mit 
der Spannungsversorgungsleitung wahrend der zweiten 
Periode derart verbunden, daB die elektrischen Ladun- 
gen, welche die Beibehdtung des Zustands der sequen- 
tiellen Schaltung auf der Spannungsversorgungsleitung 
erlauben, wodurch wiederum der Leistungsverbrauch 
verringert wird. 

In der integrierten Halbleiterschaltung gemaB dem 
neunten Teilaspekt der Erfindung muB die Kombina- 
tionsschaltung. deren Ausgangssignal lediglich durch 
den Zustand des augenblicklich anliegenden Signals be- 
stimmt ist, den Zustand fiir die erste Periode vor der 
zweiten Periode wahrend der zweiten Periode nicht hal- 
ten. Daher ist es! nicht liotwendig, der Kombinations- 
schahung in der Logikschaltung, die in der zweiten Peri- 
ode im Standby-Betrieb ist vorab elektrische Ladungen 
ziizufuhren. Die integrierte Halbleiterschaltung muB die 
elektrischen Ladungen fiir die Logikschaltung nicht 
wiUkiirlich wahrend der zweiten Periode sicherstellen, 
50 .und sie muB der Kombinationsschaltung die elektri- 
schen Ladungen nicht lief ern, weshalb der Leistungsver- 
brauch weiteir gesenkt wird. 

Die wliegende Erfindung \6st das Problem einer se- 
quentiellen Schaltung, welche nicht mehr in den Original 
zustand wahrend einer aktiven Periode nach einer ver- 
langerten Standby-Periode zuruckkehrt Der Erfindung 
liegt daher die Aufgabe zugrunde, erne Halbleitervor- 
richtung zu schaffen, welche bei einer geringen Span- 
nung wahrend einer aktiven Periode mit hohen Ge- 
schwindigkeiten arbeitet und welche einen Lecksu-om 
wahrend einer Standby-Periode unterdruckt und eine 
zuverlassige Arbeitsweise wahrend einer nachfolgen- 
den aktiven Periode sicherstellt . . 

Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausfiih- 
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichniing 
naher beschrieben. 

Eszeigen: * ' . • 

Fig. 1 eine Darstellung von Kuirvensignalen, die den 
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Arbeitszeitablauf eines ersten erfindungsgemaBeh Aus- beiden aktiven bzw. Standby- Perioden eingestellt ist Im 

fuhrungsbeispiels zeigen; Ansprechen auf das Steuersignal werden die Signale SL 

Fig. 2 ein Schaltbild eines" zweiten erfindungsgema- und SL in der integrierten Halbleiterschaltung erzeugt 

Ben Ausfuhrungsbeispiels; ... Wa.hrend der Standby-Periode sind die Transistoren Ql 

Fig. 3 ein Schaltbild eines dritten erfindungsgem'aSen 5 und Q2 abgeschaltet, wodurch der Leckstrom in den 

Ausfuhrungsbeispiels; logischeh Schaltungen Li unterdruckt wird. 

Fig. 4 eine Darstelliing von Kuryensignalen, die den Wahrend der durch herkommliche Systeme speziR- 

Arbeitszeitablauf des dritten erfindungsgemaBen Aus- zierten Standby-Periode sind, da die Signale SL und SL 

fuhrungsbeispiels zeigen; in der integrierten Halbleiterschaltung immer auf den 

Fig. 5 ein Schaltbild eines vierten erfindungsgemaBen 10 Potentialen VDD und GND gehalten werden, die Tran- 
Ausfuhrungsbeispiels; sistoren Ql und Q2 abgeschaltet und die virtuelle Span- 
Fig. 6 eine Darstellung von Kurvensignalen, die den nungsversorgungsleitiing VDDV und die virtuelle Mas- 
Arbeitszeitablauf des vierten erfindungsgemaBen Aus- seleitung GN.DV elektrisch von der tatsachlichen Span- 
fiihrungsbeispiels zeigen; riungsversorgung VDD und der tatsachlichen Masselei-' 

Fig. 7 ein Schaltbild eines funfteri erfindungsgemaBen 15 tung GND entsprechend getrennt. Die durch das Sy-' 

Ausfuhrungsbeispiels; stein spezifizierte verlangerte Standby-Periode verrin- 

'Fig. S ein Schaltbild eines sechsten erfindungsgema- gert daher das Potential der virtuellen Spannungsver- 

Ben Ausfuhrungsbeispiels; " sorgungsleitung VDDV und erh5ht das Potential der 

Fig. 9 ein Konzept eines Schaltbilds einer MTCMOS- virtuellen Masseleitung GNDV mit der Zeit, bis der 

Schaltung; uhd - 20 Potentialunterschied dazwischen letztendlich sehr klein 

Fig.^ 10 eine Darstelliing von Kurvensignalen, die die wird, wodurch sich Verluste in der gespeicherten Poten- 

Arbeitsweiseder MTCMOS-Schaltungdarstellen. tialinformation {Logik) ergeben, welche durch eine n 

Zwischenspeicher, ein Register, ein Flipflop oder der- 

Erstes Ausfiihrungsbeispiel . gleichen gehalten werden. 

25 In diesem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel werden 

Fig. 1 zeigt eine Darstellung von Kurvensignalen, die jedoch wahrend der durch das System spezifizierten 

die Betriebszeitablaufe eines ersten erfindungsgemaBen Standby-Periode die Signale SL urid SL intermittierend 

Ausfuhrungsbeispiels darsteilen. Das erste Ausfuh- auf Aktiy-Periodenpotentiale gesetzt, das heiBt auf die 

rungsbeispiel wird. auf die in Fig. 9 dargestellte PotentialeGNDundVDD. Die Transistoren Ql und Q2 

MTCMOS-Schaltung angewendet, das heiBt auf die "30 erzeugen hierbei eine ihtermittierende Verbindung zwi- 

MTCMOS-Schaitung, welche eine ' Spannungsversor- schen der tatsachlichen Spannungsversorgung VDD 

gurig VDD besitzt, die ein Spannungsversorgungspo- und der virtuellen Spannungsversorgungsleitung 

tentia.1 VDD liefert, eine Masse GND, die ein Massepo- VDDV sowie zwischen der tatsachlichen Masseleitung 

tential GND liefert, eine virtuelle Spannungsversor- GND und der virtuellen Masseleitung GNDV. Dadurch 

gungsleitung VDDV, eine ' virtuelle Masseleitung 35 kann die Abnahme des Potentials der virtuellen Span- 

GNDV, eineri Hoch-Schwellwert-PMOS-Triansistor Ql, nungsversorgungsleitung VDDV* und die Zunahme des 

dessen* SourceanschluB mit der Spannungsversorgung Potentials der virtuellen Masseleitung GNDV auf hal- 

VDD und dessen DrainanschiuB mit der virtuellen bem Wege gestoppt werden und wahrend der in Fig. 1 
Spannungsversorgungsleitung VDDV verbunden ist, ei- . dargesteliten Standby-Periode auf die ursprunglichen 

nen Hoch-Schwellwert-NMOS-Transistor Q2, dessen 40 Potentiale zuriickkehren. 

SourceanschluB rriit der Masse GND und dessen Dram- Dies bedeutet, daB elektrische Ladimgen der parasi- 

anschluB mit der virtuellen Masseleitung GNDV ver-. taren Kapazit at Cv auf der virtuellen Spannungsversor- 

bunden ist, und eine Vielzahl von logischen Schaltungen gungsleitung VDDV (Ladeleitung) zugefiihrt werden, 

Li (i = 1,2, . ), welche iiber die virtuelle Spannungsver- wahrend elektrische Ladungen von der parasitaren Ka- 

sorgungsieitung. VDDV nait deni . DrainanschiuB des 45 pazitat Cg aiif der virtuellen Masseleitung GNDV (Ent- 

PM OS-Transistors Ql verbunden sind und die flber die ladeleitung) abgegeben warden. Dadurgh kann die vir- 

virtueile Masseleitung GNDV mit dem DrainanschiuB tuelle Spannungsversorgungsleitung VDDV und die vir- 

des NMOS-Transistors Q2 verbunden sind. Die logi- tuelle Masseleitung' GNDV die fur die Logikspeiche- 

schen Schaltungen Lr sind durch Nieder-Schweliwert- • rung erforderliche elektrische Ladung den Logikschal- 

transistoren LT ausgestaltet, 50 tungen Lj zugefuhrt werden, welche aus den Transisto- 

• J ede der Logikschaltungen Li besitzt eine sequentielle ren LT mit ihrem groBen Leckstrom insbesondere zu 

Schaltung, welche eine Vorablogik zum Bestimmen der . ihren sequentieUen Schaltungen bestehen. 

augenblicldichen Logik benotigt Die virtuelle Span- Da ferner die Vielzahl von logischeh Schaltungen U 

nungsversorgungsleitung VDDV weist eine parasitare \ mit der viimiellen Spannungsversorgungsleitung VDDV 

Kapazitat Cv auf, wahrend die virtuelle Masseleitung 55 und der virtuellen Masseleitung GNDV verbunden sind, 

GNDV eine parasitare KapazitatCc besitzt miissen fur die intermittierende Ladungszufuhr wah- 

Eine aktive Periode ist eine Zeitdauer, in der die logi- rend der Standby-Periode lediglich die'Transistoren Ql 

schen Schaltungen Li eine logische Verarbeitung prak- , und Q2 als Schalter arbeiten, wahrend sie jedoch nicht 

tisch durchfuhreri, wahrend eine Standby-Periode eine auf j ede der Vielzahl von logischen SchaltuAgen Li 

Zeitdauer ist, in der die logischen Schaltungen Li keine so durchgefuhrt werden muB. 

logische Verarbeitung durchfuhren. Ein System zum Daher wird der Zustand der logischen Schaltung Li zu 

Ansteuem einer integrierten Halbleiterschaltung, wel- dern Zustand fiir die aktive Periode nach einer verlan- 

che die MTCMOS-Schaltung aufweist, bestimmt die Ar- gerten Standby-Periode zufuckgefuhrt Die einfache 

beitsbedingungen des Systems (beispielsweise die Ta- . Benutzung und die Leistimg werden nicht verschlech- 

statureingabewartezeit eines PCs, einen Wartezustand 65 tert, wenn eine integrierte Halbleiterschaltung verwen- 

eines tragbaren Telefons und dergleichen), um ein Steu- det wird; welche die aktiven und Standby- Bedingungen 

. ersignal der integrierten Halbleiterschaltung entspre- haufig wiederholt 
chend zuzufiihren, wodurch festgestellt wird, welche der 
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Z^eites Ausfuhrungsbeispiel 

Fig. 2 ist din Schaltbild eincs zweiten erfindungsge- 
maBen Ausfahrungsbeispiels. Eine integrierte Halblei- 
terschaltung (Chip) 101 ist mit der (tatsachlichen) Span- 
nurigsversorgung VDD iind der (tatsachlichen) Masse 
GND verbunden und erhalt von einem nicht dargestell- 
^ ten System ein Standby-Steuersignal SB. 

Der Chip bzw. Baustein 101 besitzt die virtuelle Span- 
nungsversorgungsleitung VDDV, die virtuelle Masseiei- 
tung GNDV, die Transistoren Ql und Q2 und die logi- 
schen Schaltungen Li in ahnhcher Weise wie das erste 
bevorzugte Ausfuhrungsbeispiel gemaB der Anordnung 
von Fig. 9. Der Baustein 101 besitzt daruber hinaus eine 
Zeitgeberschaitung 1 1 und Invertierer 12 und 13. 

Das System befiehh dem Baustein 101, die Standby- 
Periode einzustellen, in dem es das Standby-Steuersi- 
gnal SB verwendet Bei Empfang des Standby-Steuersi- 
gnals SB legt die Zeitgeberschaitung 11 ein Anfangs- 
High-Signal (beispielsweise das Potential VDD) an dem 
Invertierer 12 an. Der Invertierer 12 invertiert das emp- 
fangene Signal logisch zum Ausgangssignal SL, welches 
somit im Anfangs ?ustand auf dem Potential GND liegt. 
Andererseits invertiert der Inverter 13 das empfangene 
Signal logisch zum Ausgangssignal SL, welches somit im 
Anfangszustand auf dem Potential VDD liegt Wie im 
ersten AusfQhrungsbeispiel beschrieben, sind die Tran- 
sistoren Ql und Q2 wahrend der Standby-Periode aus- 
geschaltet. 

Daraufhin startet die Zeitgeberschaitung 1 1 die Takt- 
signale und fuhrt dem Invertierer 12 fur eine vorbe-- 
stimmte Ansteuerperiode riach Ablauf der einer vorbe- . 
stimmten Ruheperiode ein Low-Signal zu (beispielswei- 
se das Potential GND). Somit gibt der Invertierer 12 das 
Signal SL mit einem Potential VDD und der Invertierer 
13 das Signal SL mit dem Potential GND als Ausgangs- 
signal ab. Dadurch werden die Transistoren Ql und Q2. 
eingeschaltet, wodurch die virtuelle Spannungsversor- 
gungsleitung VDDV mit seinem verringerten Potential 
auf das Potential VDD geladen wird und die virtuelle 
Masseleitung GNDV mit ihrem erhohten Potential auf 
das Potential GND entladen wird. 

Nach dem Ablauf der Ansteuerperiode kelvrt die Zeit- 
geberschaitung 11 in den Anfangszustand zuruck und 
gibt wShrend der vorbestimmten Ruheperiode erneut 
das High-Signal ab. Auf diese .Weise wird durch das 
intermittierende Versetzen des Bausteips 101 in den ak- 
tiven Zustand selbst wahrend der Standby-Periode der 
Verlust von logischen Informationen der sequentiellen 
Schaltungen in den logischen Schaltungen Li verhindert 

Das System befiehlt dem Baustein 101, die aktive Pe- 
riode erneut einzustellen, indem das Standby-Steuersi- 
gnal SB verwendet wird Bei Empfang des Standby- 
Steuersignals SB fuhrt die Zeitgeberschaitung 11 ein 
konstantes Low-Signal dem Invertierer 12 zu, wobei die 
Signale SL und SL entsprechend auf den Potientialen 
GND und VDD liegen. AnschlieBend werden die Tran- 
sistoren Ql und Q2 eingeschaltet und die virtuelle Span- 
nungsversorgungsleitung VDDV sowie die virtuelle 
Masseleitung GNDV arbeiten als entsprechende nie- 
derohmige Spannungsversorgungsleitung und Masse- 
leitung, weiche eine Hochgeschwindigkeits-Schaltungs- 
operation des Bausteins 101 ermdglichen. 

Bei der vorstehend beschriebenen Arbeitsweise kann 
sich die Zeitgeberschaitung 11 im Wartezustand befin- 
deri, wenn sie aktiv ist oder sie kann fiir andere Zwecke 
venvendet werden. Die Zeitgeberschaitung 11 kann ein- 
fach mittels einem Verzogeruhgsglied aufgebaut wer- 
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Wie vorstehend beschrieben, kann das zweite Aus- 
fuhrungsbeispiel die Erzeugung der Signale SL und SL 
ermdglichen, um die gleichen Wirkungen wie das erste 
5 AusfQhrungsbeispiel hervorzuruf en. • 

Drittes Ausfuhrungsbeispiel 

Die Fig, 3 zeigt ein Schaltbild eines dritten erfin- 
10 dungsgemaBen Ausfahrungsbeispiels. Ein Baustein bzw. 
Chip 102 ist derart aufgebaut, daB die Zeitgeberschai- 
tung 11 des Bausteins 101, wie sie anhand von Fig. 2 im 
zweiten Ausfuhrungsbeispiel beschrieben ist, durch eine 
Spannungsdetektorschaltung 21 und einen monostabi- 

15 len Multivibrator ersetzt ist. 

Das System rum Bestimmen des Zeitablaufs fur das 
intermittierende Laden und Entladen der virtuelien 
Spannungsversorgungsleitung VDDV und der virtuel- 
ien Masseleitung GNDV wahrend der Standby-Periode 

20 durch die Zeitgeberschaitung 11-gemaB dem zweiten 
Ausfuhrungsbeispiel ist wegen ihrer einfachen Schal- 
tungsanordnung vorteilhaft Bevor jedoch der Zeitab- 
lauf durch die Zeitgeberschaitung 11 eingestellt wird, 
muB in Betracht gezogen werden. bei welchen Arbeits- 

25 bedingurigen die integrierte Halbleiterschaltung' auf- 
grund von Anderungen in der Spannung, der Tempera- 
tur Oder der Chipherstellung noch f unktionsfahig ist. 

Insbesondere mussen der niedrigste Wert des abneh- 
menden Potentiafs der virtuelien Spannungsversor- 

30 gungsleitung VDDV und der hdchiste Wert des zuneh- 
menden Potentials der virtuelien Masseleitung GND 
. berucksichtigt werden, bei der noch logische Informa- 
tionen im Zwischenspeicher, Register bzw. Flipflop der 
logischen Schaltungen Li gespeichert werden konnen. 

35 Diese Oberlegungen mussen fur jede einzelne aller logi- 
schen Schaltungen Lj durchgefuhrt werden. Daruber 
hinaus muB das intermittierende Laden und Entladen 
der virtuelien Spannungsversorgungsleitung VDDV 
und der virtuelien Masseleitung GNDV mit der Logik-- 

40 schaltung zus^Lmmenarbeiten, die . sich unter den 
schlechtesten Bedingungen befindeti da die virtuellis 
Spannungsversorguhgsleitung VDDV und die virtuelle 
Masseleitung GNDV elektrische Ladungen an alle logi- 
schen Schaltungen Li liefern. 

45 Das in Zusammenarbeit mit der Logikschaltung, wei- 
che sich unter der schlechtesten Bedingung befindet, 
intermittierende Laden und Entladen muB nicht not- 
wendigerweise auf einer Anzahl von anderen Logik- 
schaltungen ofter durchgefuhrt werden. Dies erhoht den 

50 Leistuiigsverbrauch wahrend der Standby-Periode, da 
fiir das Laden und Entladen Leistung verbraucht wird 

Im dritten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel erfaBt 
jedoch die Spannungsdetektorschaltung 21 das Potenti- 
al der virtuelien Spannungsversorgungsleitung VDDV 

55 und das Potential der virtuelien Masseleitung. GNDV, 
wobei sie die dazwischenliegende Potentialdifferenz AV. 
abgibt und somit den optimaleh Zeitablauf fur das inter- 
mittierende Laden und Entladen ermoglicht 

Die Fig. 4 zeigt eine Darst ellung von Kurvensignalen, 

60 weiche Arbeitszeitablaufe gemaB dem dritten erfin- 
dungsgemaBen AusfQhrungsbeispiel zeigen. Die Ar- 
beitsweise des Bausteins bzw. Chips 102 ist hachfolgend 
anhand der Fig. 3 und 4 beschrieben. Wenn das nicht 
dargestellte System dem Baustein 102 mittels des Stand- 

65 by-Steuersignals SB befiehlt, die Standby-Periode ein- 
zustellen, wird die Spannungsdetektorschaltung 21 akti- 
viert. Augenblicklich nach Eintritt in den Standby-Zu- 
stand entspricht die Potentialdifferenz AV dem Wert 
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(VDD-GND). 

Wenn die Potentialdifferenz AV groBer als ein vorbe- 
stimmter Minimalwert 5V (< VDD-GND) ist,.so gibt 
die . Spannungsdetektorschaltung 21 ein High-Signal 
(beispielsweise das Potential VDD) und der monostabile 
Multivibrator 22 ein High-Signal (beispielsweise das Po- 
tential YDD) unter einer stabilen Bedingung aus. Somit 
befinden sich die Signale SL und SL auf den Potentialen 
VDD und G1S[D, wahrend die Transistoren Ql und Q2 
sich im nichtleitenden Zustand befinden. 

Wenn die Potentialdifferenz AV nicht grdBer als der 
minimale Wert AV ist, so gibt die Spannungsdetektor- 
schaltung 21 ein Low-Signal (beispielsweise das Potenti- 
al GND) aus. Im Ansprechen auf die fallende Flanke des 
Ausgangssignals der Spannungsdetektorschaltung 21 
gibt der monostabile Multivibrator 22 eiri Low-Signal 
(beispielsweise das Potential GND) aiis, welches uber 
eine vorbestimmte Zeitperiode T instabil ist. Dadurch 
liegen die Signale SL und SL auf Massepotential GND 
bzw. Spannungsversorgungspotential VDD, wahrend 
die Triansistpren Ql und Q2 im leitenden Zustand sind. 
Die virtuelle Masseleitung GNDV wird bis auf Masse- 
potential GND entladen, wahrend die virtuelle Span- 
riungsversorgungsleitung VDDV auf Spannungsversor- 
gungspotential VDD geladen wird. Die vorbestimmte 
Zeitperiode T wird auf eine ausreichend lange Zeitdauer 
fur das Laden und Eiitladen eingestelit. 

Wenn die Potentialdifferenz 5 V nicht gr5Ber als der 
Minimalwert 3v ist solange die Standby- Periode andau- 
ert, so fillt das Ausgangssignal der Spannungsdetektor- 
schaltung 21 erneut, und die virtuelle Masseleitung 
GNDV und die virtuelle Spannungsversorgungsleitung 
VDDV werden intermittierend fiir eine vorbestimmte 
Zeitperiode x geladen und entladen. 

Der Minimalwert 8V wird im wesentlichen durch Er- 
fassung der logischen Informationen einer "Dummy"- 
bzw. Test-Logikschaltung eingestelit, welche zum Hal- 
ten der logischen Informationen eine geringfiigig hohe- 
re Spannung benotigt als die Spannung, bei der noch 
logische Informationen in den Zwischenspeichern, Regi- 
stern und Flipflops der logischen Schaltungen Li gehal- 
ten werden konnen, welche am meisten durch den Ab- 
fall des Potentialunterschieds AV im Standby-Zustand 
beeinfluBt werden. 

Genauer gesagt besitzt die Spannungsdetektorschal- 
tung 21 die "Dummy^-Lbgikschaltung, der die Span- 
nungsdifferenz AV zugef iihrt wird, um das Low-Signal 
aus zugeben, wenn die logische Infomiation der "Dum- 
my*'- Logikschaltung nicht gehalten werden kann. . 

Durch Verwendung des Standby-Steuersignals SB 
befiehlt das System dem Baustein 102, erneut die aktive; 
Periode einzustellen. Im. Ansprechen auf das Standby- 
Signal SB wird die Spannungsdetektorschaltung 21 de- 
aktiviert. und ihr Betrieb gestoppt. Der monostabUe 
Multivibrator 22 ftihrt dem Ihvertierer 12 ein kbnstantes 
Low-Ausgangssignal zu, wenn die Spannungsdetektor- 
schaltung 21 inaktiv ist, wobei er die Transistoren Ql 
und Q2 einschaltet. Eine derartige Steuerong erhalt man 
durch herkommliche und bereits bekannte Techniken. 

Das vorstehend beschriebene dr'itte Ausfuhrungsbei- 
spiel kann die Potentialdifferenz AV zwischen der virtu- 
ellen Spannungsversorgungsleitung VDDV und der vir- 
tuellen Masseleitung GNDV innerhalb des Bausteins 
102 anzeigen, wodurch intermittierend die virtuelle 
Spannungsversorgungsleitung VDDV und die virtuelle 
Masseleitung GNDV geladen und entladen wird, bevor 
die Potentialdifferenz den Wert erreicht, bei* der die 
logischen Informationen, welche in der sequentiellen 



Schaltung gespeichert sind, wie beispielsweise dem Zwi- 
. schenspeicher, dem Register und dem Flipflop, nicht lan- 
ger gehalten werden konnen. Dies erlaubt die Erweite- 
rung von Zeitintervallen fur das intermittierende Laden 
5 und Entladen waHrend der Standby-Periode bis an die 
Grenze, die durch die Arbeitsbedingungen und die dem 
Baustein inharenten Funktionsgrenzen vorgegeben 
sind, wodurch der Leistyngsverbrauch wahrend der 
Standby-Periode auBerordentlich verringert wird. 

to 

Viertes Ausfiihrungsbeispiel 

Da die GrdBe der logischen Schaltungen innerhalb 
einer integrierten Halbleiterschaltung ansteigt, wachsen 

15 die Lastkapazitaten der virtuellen Spannungsversor- 
gungsleitung und virtuellen Masseleitung, bis der Lei- 
stungsverbrauch trotz des intermittierenden Ladens 
und Entladens wahrend der Standby-Periode nicht mehr 
vernachlassigt werden.kann. 

20 Die logischen Schaltungen besitzen eine Kombina- 
: tionsschaltuhg, deren Ausgangssignal nur durch den Zu- 
stand eines aiigenblicklich anliegenden Signals be^ 
stimmt wird, und aus einer sequentiellen Schaltung, de- 
ren Ausgangssignal ohne Beriicksichtigung des vorher- 

25 gehenden Zustands nicht bestimmt ist Die Kombina- 
tionsschaltung muB ihrexi Signalzustand nicht speichern. 

Im vierten bevorzugten Ausfiihrirngsbeispiel sind 
zwei Paafe von virtuellen Spannungsversorgungsleitun- 
gen und virtuellen Masseleiturigen vorgesehen, wobei 

30 • eiii Paar fur die Kombinationsschaltung und das andere 
fiir die sequentielle Schaltung venvendet wird. Nur die 
, virtuelle Spannungsversorgungsleitung und die virtuelle 
Masseleitung fiir die sequentielle Schaltung zum Spei- 
chern ihres Signalzustands werden intermittierend gela-.. 

35 den und entladen. 

Die Fig. 5 zeigt ein Schaltbild des vierten erfindungs- 
gemaBen Ausfiihrungsbeispiels. Die Fig. 6 ist eine Dar- 
stellung eines Kurvensignals, die die i^rbeitszeitablaufe 
des vierten Ausfiihrungsbeispiels zeigen. 

40 Ein Baustein 103 ist mit der (tatsachlichen) Sp.an- 
nungsversorgung VDD und der (tatsachlichen) Masse 
GND verbunden. Eine virtuelle Spannungsversor- 
gungsleitung VDPVl ist mit der Spannungsversorgung 
VDD Qber eineri PMOS-Transistor. Qll verbunden. 

45 wahrend eine virtuelle SpannungsyersorgimgsleStung 
VDDV2 ihit der Spannungsversorgung VDD fiber einen 
PMOS-Transistor Q12 verbunden 1st. Eine virtuelle 
Masseleitung GNDVl ist mit der Masse GND uber 
einen NMOS-Transistor Q21 verbunden, wahrend eine 

50 virtuelle Masseleitung GNDV2 uber einen NMOS- 
Transistor Q22 mit der Masse GND verbunden ist 
Hoch-Schwellwerttransistoreri HT werden als Transi- 
storen Ql 1, Q12, Q21 undQ22 verwendet 

Eine Vielzahl von sequentiellen Schaltungen Mi (i = 

55 1 A . • • ) sind zwischen der virtuellen Spannungsversor- 
gungsleitung VDDVl und der virtuellen Masseleitung 
GNDVl angeschlossen, wahrend eine Vielzahl von 
Kombinationsschaltungen Nj (i « 1,2, . . . ) zwischen der 
virtuellen Spannungsversorgungsleitung VDDV2 und 

60 der virtuellen Masseleitung GNDV2 angeschlossen 
sind. Die sequentiellen Schaltungen Mi und die Kombi- 
nationsschaltungen Ni bilden die entsprechenden Lo- 
gikschaltungen Li, Genauer gesagt besteht jede Logik- 
schaltung Lj im wesentlichen aus zwei Abschnitten: der 

65 sequentiellen Schaltung Mj, welche ihre Spannungsver- 
sorgung liber die virtiielle Spannungsversorgungslei- 
tung YDDVl und die virtuelle Masseleitung GNDVl 
erhalt und der Kombinationsschaltung Ni, welche ihre 
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Spannung von der virtuellen Spannungsversorgungslei- 
tung VDDV2 und der virtuellen Masseleitung GNDV2 
erhalt. Wie vorstehend beschrieben, werden Nieder- 
Sch^yellwe^ttransisto^en LT fur die Logikschaltungen Li 
verwendet 

Die Signale SLl, SLl, SL2 und SL2 werden an die 
Gates der Transistoren Ql 1, Q12, Q21 und Q22 entspre- 
chend angelegt Die Beziehungen zvASchen Anderungen 
in den Signalen SLl, SLl, SL2 und SL2 sowie Anderun- 
. gen an den virtuellen Spannungsversorgungsleitungen 
VDDVl, VDDV2 und den virtuellen Masseleitungen 
GNDVl und GNDV2 sind in Fig. 6 dargestellt Die Kur- 
vensignale der Signale SLl und In der virtuellen Span- 
nungsversorgungsleitung VDDVl und der virtuellen 
Masseleitung GNDVl sind denen der Signale SL und 
SL der virtuellen Spannungsversorgungsleitung VDDV 
und der virtuellen Masseleitung GNDV gemaB Fig. 1 
ahnlich. Die Kurvensignale der Signale SL2 und SL2 der 
virtuellen Spannungsversorgungsleitung VDDV2 und 
der virtuellen Masseleitung GNDV2 sind den Signalen 
SL und SL der virtuellen Spannungsversorgungsleitung 
VDDV und der virtuellen Masseleitung GNDV gemaB 
Rg. 10 ahnlich. 

Somit kann d6r Zustand der sequentiellen Schaltun- 
gen Mi in einen solchen Zustand fQr die aktive Periode 
nach einer langeren Standby-Periode auf gleiche Weise 
wiederhergestellt werden, wie im ersten bevorzugten 
Ausfiihrungsbeispiel. Andererseits wird in den Kombi- 
nationsschaltungen Ni das intermittierende Laden und 
Entladen der virtuellen Spannungsversorgungsleitung. 30 
VDDy2 und der virtuellen Masseleitung GNDV2 wSh- 
rend der Standby-Periode nicht durchgefiihrt. 

Dies erlaubt eine weitere Verringerung des Lei- 
stungsverbrauchs und die Wiederherstellung des Zu- 
stands der logischen Schaltungen Li zu einem solchen 
Zustand fur die aktive Periode nach einer langeren 
Standby-Periode. 



FQnftes Ausfuhrungsbeispiel 

Die Fig. 7 zeigt eln Schaltbild eines fiinften erf in- 
dungsgemaQen Ausfuhrungsbeispiels. Ein Baustein 104 
besteht zusatzlich zu den Bauteilen des Bausteins 103 
des vierten Ausfuhrungsbeispiels gemafi Flg. 5 aus einer 
Zeitgeberschaltung 11 und Invertierern 12 bis 15. 

Die Zeitgeberschaltung 11 empfangt- das Standby- 
Steuersignal SB von der AuBenseite des Bausteins 104. 
Der Invertierer 12 invertiert das Ausgangssignal der 
. Zeitgeberschaltung 11 und gibt das Signal SLl aus. Der 
Invertierer IS invertiert das Ausgangssignal des Inver- 
tierers 12.uncl gibt das Signal SLl aus. Der Invertierer 14 
invertiert das Standby-Steuersignal SB und gibt das Si- 
gnal SL2 aiis. Der Invertierer 15 invertiert das Aus- 
gangssignal des Invertierers 14 und gibt das Signal SL2 
axis. 

Das Standby-Steuersignal SB hefindet sich wahrend 
der aktiven Periode auf Low-Pegel (beispieis weise Mas- 
sepotential GND). Die Zeitgeberschaltung 11 ist dann 
' inaktiv und gibt den Low-Pegel aus. Dadurch sind die 
Signale SLl, SLl, SL2. SL2 entsprechend auf Low-, 
High-, Low-, und High-Pegel (beispielsweise Span- 
nungsversorgungspotential VDD), wahrend alle Transi- 
storen Qll, Q12, Q21 und Q22 leitend sind. Ein derarti- 

• ger Zustand 1st in Fig. 6 dargestellt Die virtuellen Span- 
nungsversorgungsleitungen VDDVl und VDDV2 lie- 
gen auf Spannungsversorgungspotential VDD, wahrend 
die virtuellen Masseleitungen GNDVl und GNDV2 auf 

. Massepotential GND liegen. 



Urn dem Baustein 104 das Einstellen der Standby-Pe- 
riode zu befehlen, wird das Standby-Steuersignal SB auf 
High-Pegel gelegt und die Zeitgeberschaltung 11 akti- 
viert. Ahnlich zum zweiten bevorzugten Ausfuhrungs- 
beispiel gibt die Zeitgeberschaltung 11 den High-Pegel 
fur die vorbestimmte Ruheperiode aus und gibt an-. 
schlieQend ffir die vorbestimmte Steuerperiode den 
Low-Pegel aus. Dadurch werden in der Ruheperiode die 
Transistoren Ql 1 und Q21 abgeschaltet und die Transi- 
storen Qll und Q21 fur die Ansteuerperiode einge- . 
schaltet, Der Ein-Aus-Betrieb der Transistoren Qll und 
Q21 wird, solange die Standby-Periode andauert, peri- 
odisch durchgefuhrt Die virtuelle Spannungsversor- 
^ngsleitung und die virtuelle Masseleitung werden 
spontan und intermittierend innerhalb des Bausteins 104 
fur die sequentiellen Schaltungen Mi, welche zum Hal- 
ten der Informationen wahrend der Standby-Periode 
benotigt werden, geladen und entladen. 

Fiir die Kombinationsschaltungen Nb welche nicht 
zum Halten der Informationen bendtigt werden, besitzt 
das Signal SL2, welches den invertierten logischen Zur 
stand des Standby-Steuersignals SB besitzt, jden Low- 
Pegel, wodurch der Transistor Q22 abgeschaltet* wird, 
wahrend das Signal SL2 den High-Pegel besitzt; wo- 
durch der Transistor Q 12 abgeschaltet wird. Dadurch 
werden die virtuelle Spannungsversorgungsleitung 
VDDV? und die virtuelle Masseleitung GND V2 von der 
Spannungsversorgung VDD und der Masse GND iso- 
liert Dieser Zustand dauert so lange an, bis das System 
mittels des Standby-Steuersignals SB den Befehl gibt, 
die Standby-Periode zu beenden. 

Das vorstehend genannte fiinfte Ausfuhrungsbeispiel 
ist derart ausgestaltet,.daB die virtuelle Spannungsver- 
sorgungisleitung und die virtuelle Masseleitung fQr die 
zum Halten von Informatioiien wahrend der Standby- 
Periode geforderte sequentielle Schaltung fnittels der 
im Baustein en thaltenen Zeitgeberschaltung spontan 
und intermittierend geladen und entladen wird, wahrend 
die virtuelle Spannungsversorgungsleitung und die vir- 
tuelle Masseleitung fur die Kombinationsschaltungen, 
. welche nicht. zum Halten von Informationen benotigt 
• werden, von der Spannungsversorgungsleitung und der 
Masseleitung Qber die Standby-Periode hinweg isoliert 
werden. Dadurch erreicht man eine Verringerung des 
45 Leistungsverbrauchs wahrend der Standby-Periode und 
eine Informationsspeicherung innerhalb det Schaltung. 

Sechstes Ausfuhrungsbeispiel 
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Die Fig»8 zeigt ein Schaltbild eines sechsten erfin- 
dungsgemaBen Ausfuhrungsbeispiels. Ein Baustein 105 
.ist derart aufgebaut, daB die Zeitgeberschaltung 11 des 
Bausteins 104, wie sie im funften Ausfuhrungsbeispiel 
gem^B Fig. 7 beschrieben ist, durch eine Spannungsde- 
tektorschaltung 21 imd einen rnonostabilen Multivibra- 
tor 22 ersetzt ist Die Arbeitsweise der Spannungsdetek- 
torschaltung 21 und des rnonostabilen Muldvibrators 22 
ist der Arbeitsweise des dritten Ausfuhrungsbeispiels 
ahnlich. Die Spannungsdetektorschaltung 21 erfaBt die 
Potentiale der virtuellen Spannungsversorgungsleitung 
VDDVl und der virtuellen Masseleitung GNDVl und 
gibt die dazwischenliegende Spaimungsdifferenz AV ab. 

Die Spannungsdifferfenz zwischen der virtuellen 
Spannungsversorgungsleitung VDDVl und der virtuel- 
len Masseleitung GNDVl wird wdhrend der Standby- 
Periode allmahlich kleiner. Wenn die Potendaldifferenz 
nicht groBer als der Minimalwert 5V ist, bei der die \m 
Zwischenspeicher, Register und Flipflop gespeicherte 
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logische Information nichl mehr gehalten werden kann, 
gibt die Spannungsdetektpfschaltung21 ein Low-Signal 

■ aus. Dann liegt das Signal SLl auf Massepotential GND 
und das Signal SLl besitzt das Spannungsversorgungs- 
potential VDD. Dadurch wird die virtuelle Spannungs- 5 
versorgungsleitung VDDVl fiir die sequentiellen Schal- 
tungen auf das Spannungsversorgungspotential VDD 
aufgeladen und die virtuelle Masseleitung GNDVl fiir 
die sequentiellen Schaltungen auf Massepotential GND 
entladen. Fiir die sequentiellen Schaltungen Mi welche 10 ' 
zum Halten der Informatiorien benotigt werden, wird 
wahrend der Standby -Period e das spontane und inter- 
mittierende Laden und Endladen innerhalb des Bau- 
steins 105 durchgefuhrt 

Fiir die Kombinationsschaltungen Ni, welche fur das 15 
Haltjen von Informationen hicht benotigt werden, wer- 
den andererseits die virtuelle Spannungsversorgungslei- 
tung VDDV2 und die virtuelle Masseleitung GNDV2 
von der Spannungsversorgung VDD und der Masse 
GND getrehnt bzw. isoliert, und zwar in gleicher Weise 20 
wie irh f iinften Ausftihrurigsbeispiel 

Das sechste bevorzugte Ausfiihrungsbeispiel ist wie 
vorstehend beschrieben derart ausgestaltet. daB.die 
zum Halten von Informationen benotigt en sequentiel- 
len Schaltungen wahrend der Standby^Periode geladen 25 

- und entladen werden, sobald die Spannungsdetektor- 
schaltung 21 innerhalb des Bausteins 105 die Span- 
niingsdifferenz AV erfaflt, welche kleiner als der Mini- . 
malwert 6V ist, und daB fiir die Kombinationsschaltun- 
gen, welche nicht zum Halten der Informationen beno- ,30 
tigt werden, die virtuelle Spannungsversorguhgsleitung 
yDDV2 und die virtuelle Masseleitung GNDV2 von der 
Spannungsversorgung VDD und der Masse GND uber 
die Standby-Periode hinweg isoliert werden.. Dadurch . 
erhalt man eine optimale. Informationsspeicherung in- 35 
nerhalb der Schaltung und eirien auBerst geringen Lei- 
stungsverbrauch wahrend der Standby-Periode entge- 
gen den Anderungsfaktoren, die dem Baustein 105 inha- 

. fjent sind. 

Wahrend die Erfindung im einzelnen beschrieben 40 
wurde, ist die vorsteh»ende Beschreibung auf alien Ge- 
bieten lediglich beispielhaft und nicht beschrankend. Es 
yersteht sich von selbst, daB zahlreiche weitere Ande- 
riingen und Modifikationen mdglich sind, ohne dabei 
vom Schutz der Erf indung abzuweichen, 45 

Eirie Lagikschaltung ist zwischen einer virtuellen 
SpannungsVersorgUngsleitimg, welche Qber . einen 
PMOS-Transistor mit einer tatsachlichen Spannungs- 
versorgung verbunden ist, und eirier virtuellen Masse- 
leitung, welche uber einen NMOS-Transistor an eine 50 
tatsachliche Masse angeschlossen ist, verbunden. Wah- 
rend einer aktiven Periode sind die Transistoren andau- 
ernd lei tend, wahrend sich die virtuelle Spannungsver- 
sorgungsleitung und. die virtuelle Masseleitung auf . 
Spannungsversorgungspotential bzw. auf Massepoten- 55 
tialen befinden. Wahrend einer StandbyrPeriode befin- 
den sich die Transistoren periodisch in einem leitenden/ 
nicht leitenden Zustand* wodurch die virtuelle Span- 
nungsversorgungsleitung und die virtuelle Masseleitung 
geladen und entladen wird, wobei der Leistungsver- 60 
brauch verringert wird, wahrend ein Verlust der durch 
die Logikschaltung gehaltenen Informationen verhin- 
dertwird. 

Paten tahspriiche 65 

I . Integrierte Halbleiterschaltung niit 
einer ersten Spannungsversorgung (VDD); 
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einer ersten Spannungsversorgungsleitung 
(VDDV), mittels der elektrische Ladungen gehalten 
. werden konneh; 

r einem ersten Schalter (Ql) mit einem ersten Ende, 
.welches mit der ersten Spannungsversorgung 
(VDD) verbunden ist, und einem zweiten Ende, 
welches mit der ersten Spannungsversorgungslei- 
tung (VDDV) verbunden ist; und 
zumindest einer Logikschaltung (Li) mit einer se- 
quentiellen Schaltung, welche uber die erste Span- 
nimgsversorgungsleitung (VDDV) mit dem zweiten 
Ende des ersten Schalters (Q 1 ) verbunden ist, 
wobei der erste Schalter (Ql) wahrend einer ersten 
Periode, in der die Logikschaltung aktiv ist. andau- 
emd leitehd ist und der erste Schalter (Ql) wahrend 
einer zweiten Periode, in der die Logikschaltung 
(Li) sich in einem Standby-Betrieb befindet. inter- 
mittierend leitend ist 

2. Integrierte Halbleiterschaltung nach Patentan- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die zumin- 
dest eine Logikschaltung (Li) eine Vielzahl von logi- 

* schen Schaltungen aufweist 

3. Integrierte Halbleiterschaltung nach Patentan- 
spruch 2, gekennzeichnet durch einen Zeitgeber 
(11) zum Erzeugen eines Steuersignals zum Steuern 
des leitenden Zustands des ersten Schalters (Ql) 
wahrend der zweiten Periode. 

4. Integrierte Halbleiterschaltung nach Patentan- 
spriich 1, gekennzeichnet durch eine Spannimgsde- 
tektorschaltung (21) zum Erfassen eines ersten Po- 
tentials, welches dem Potential auf der ersten Span- 
nungsversorgungsleitung (VDDV) entspricht, wo- 
bei die Spannungsdetektorschaltung (21) den er- 
sten Schalter (Ql) in den leitenden Zustand bringt, 
wenn das erste Potential wahrend der zweiten Perir 
ode auBerhalb eines vorgegebenen Bereiches fallt 

5. Integrierte Halbleiterschaltung^ nach Patentan- 
spruch 1, gekennzeichnet durch eine zweite Span- 
nungsversorgung (GND); 

eine . zweite Spannungsversorgungsleitung 
(GNDV) zum Halten von elektrischen Ladungen; 
einen zweiten Schalter, der mit seirienri ersten Ende 
mit der zweiten Spannungsversorgiing (GND) ver- 
bunden ist und mit seinem zweiten Ende mit der 
zweiten Spannungsversorgungsleitung (GNDV) 
verbunden ist; 

wobei die sequentielle Schaltung mit dem zweiten 
' Ende des zweiten Schalters (Q2) Ober.die 2weite 
Spannungsversorgungsleitung (GNDV) verbunden 
ist, und . • 

der leitende/nichtleitende Zustand des zweiten 
Schalters (Q2) itiit dem leitenden/nichtleitenden 
Zustand des ersten Schalters (Ql) einhergeht 

6. Integrierte Halbleiterschaltung nach Paten tan- 
spruch 2, gekennzeichnet durch eine zweite Span- 
nungsversdrgung (GND); 

eine zweite Spannungsversorgungsleitung 
(GNDV) zum Halten von elektrischen Ladungen; . 
einem, zweiten Schalter (Q2), dessen erstes Ende 
mit der zweiten Spannungsversorgung (GND) und 
dessen zweites Ende mit der zweiten Spannungs- 
versorgungsleitung (GNDV) verbunden ist; 
wobei die sequentielle Schaltung mit dem zweiten 
Ende :des zweiten Schalters (Q2) Qber die zweite 
Spannungsversorgungsleitung (GNDV) verbunden 
ist, und 

der leitende/nichtleitende Zustand. des zweiten 
Schalters (Q2) mit dem leitenden/nichtleitenden 
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Zustand des ersten Schalters (Ql) einhergeht. 

7. Integrierte Halbleiterschaltung nach Patentan- 
spruch 3, gekennzeichnet durch eine zweite Span- 
nungsversorgung (GND); 

eine zweite Spannungsversorgungslekung 5 
(GNDV) zum Hal ten elektrischer Ladungen; 
einem zweiten Schalter (Q2), dessen erstes Ende 
mit der zweiten Spannungsversorgung (GND) qnd 
dessen zweites Ende mit der zweiten Spannungs- 
versorgungsleitung (GNDV) verbunden ist; 10 
wobei die sequentielle Schaltung mit dem zweiten 
Ende des zweiten Schalters (Q2) liber die zweite 
Spannungsversorgungsleitung (GNDV) verbunden 
istund 

der leitende/nichtleitende Zustand des zweiten 15 
Schalters (Q2) mit dem leitenden/nichtleitenden 
Zustand des ersten Schalters (Ql) einhergeht 

8. Integrierte Halbleiterschaltung nach Patentan- 
spruch 4, gekennzeichnet dyrch eine zweite Span- 
nungsversorgung (GND); . 20 
eine zweite Spannungsversorgungsleitung 
(GNDV) zum Halten elektrischer Ladungen; 

einen zweiten Schalter (Q2), dessen erstes Ende mit 
der zweiten Spannungsversorgung (GND) und des- 
sen zweites Ende mit der zweiten Spannungsver- 25 
sorgungsleitung (GNDV) verbunden ist; 
wobei die sequentielle Schaltung ipit dem zweiten 
Ende des zweiten Schalters (Q2) uber die zweite 
Spannungsversorgungsleitung (GNDV) verbunden 
ist, und 30 
der leitende/nicht leitende Zustand des zweiten 
Schalters (Q2) mit dem leitenden/nichtleitenden. 
Zustand des ersten Schalters (Ql) einhergeht 

9. Integrierte Halbleiterschaltung nach Patentan^ 
spruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB die logische 35 
Schaltung ferner eine Konibinationsschaltung (Nt) 
aufweist und die integrierte Halbleiterschaltung 
ferner einen zweiten Schalter (Q12) besitzt, dessen 
erstes Ende mit der ersten Spannungsversorgung 
(VDD) und dessen zweites Ende mit der Kombina- 40 
tionsschaltung.(Ni) verbunden ist, und 

der zweite Schalter (Q12) wahrend der ersten Peri- 
ode andauernd leitend ist und wahrend der zweiten 
Periode andauernd nichtleitend ist 

10. Integrierte Halbleiterschaltung nach Patentan- 45 
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Logik- 
schaltung ferner eine Kombinationsschaltung (Ni) 
aufweist und die integrierte Halbleiterschaltung 
daruber hinaus einen zweiten Schalter (Q12) be- 
sitzt, dessen erstes Ende mit der ersten Spannungs- 50 
«versorgung (VDD) und dessen zweites Ende mit 
der Kombinationsschaltung (Ni) verbunden ist, wo- 
bei der zweite Schalter (Q12) wahrend der ersten 
Periode andauernd leitend ist und wahrend der 
2weiten Periode andauernd nichtleitend ist 55 

11. Integrierte Halbleiterschaltung nach Patentan- 
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, daJB die Logik- 
schaltung ferner eine Kombinationsschaltung (Ni) 
aufweist und die integrierte Halbleiterschaltung 
daruber hinaus einen zweiten Schalter (Q 12) be- eo 
sitzt, dessen erstes Ende mit der ersten Spannungs- 
versorgung (VDD) und dessen zweites Ende mit 
der Kombinationsschaltung (Ni) verbunden ist, wo- 
bei der zweite Schalter (Q12) wahrend der ersten 
Periode andauernd leitend ist und wahrend der 65 
zweiten Periode andauernd nichtleitend ist 

12. Integrierte Halbleiterschaltung nach Pateritan- 
spruch 4, dadurch gekennzeichnet^ dafi die Logik- 



schaltung ferner eine Kombinationsschaltung auf- 
weist und die integrierte Halbleiterschahung dar- 
uber hinaus einen zweiten Schalter (Q12) besitzt, 
dessen erstes Ende mit der ersten Spannungsver- 
sorgung (VDD) und dessen zweites Ende mit der 
Kombinationsschaltung (N;) verbunden ist, wobei 
der zweite Schalter (Q12) wahrend der ersten Peri- 
ode andauernd leitend ist und wahrend der zweiten 
Periode andauernd nichtleitend ist 

13. Integrierte Halbleiterschaltung nach Patentan- 
spruch 9, gekennzeichnet durch eine zweite Span- 
nungsversorgung (GND); 

eine zweite Spannungsversorgungsleitung 
(GND VI) zum Halten elektrischer Ladungen; 
einen dritten Schalter (Q21), dessen erstes Ende mit 
der zweiten Spannungsversorgung (GND) und des- 
sen zweites Ende mit der zweiten Spannungsver- 
sorgungsleitung (GNDVl) verbunden ist; 
einen vierten Schalter (Q22) mit einem ersten Ende, 
welches mit der zweiten Spannungsversorgung 
(GND) Verbunden ist und einem zweiten Ende; wo- 
bei' 

die sequentielle Schaltung (Mi) mit dem zweiten 
Ende des dritten Schalters (Q21) uber die zweite 
Spannungsversorgungsleitung (GNDVl) verbun- 
den ist; 

die Kombinationsschaltung (Ni) daruber hinaus mit 
dem zweiten Ende des vierten Schalters (Q22) ver- 
bunden ist, 

der leitende/nicht leitende Zustand des dritten 
Schalters (Q21) mit dem leitenden/nichtleitenden 
Zustand des ersten Schalters (Ql 1) einhergeht, und 
der leitende/nicht leitende Zustand des vierten 
Schalters (Q22) mit dem leitenden/nichtleitenden 
Zustand des zweiten Schalters (Q12) einhergeht 

14. Integrierte Halbleiterschaltung. nach Pa:tentan- 
spruch 1 0, gekennzeichnet durch eine zweite Span- 
nungsversorgung (GND); 

eine zweite Spannungsversorgungsleitung. 
(GNDVl) zum Halten elektrischer Ladungen; 
eine dritten Schalter (Q21). dessen erstes Ende mit 
der zweiten Spannungsversorgung (GND) und des- 
sen zweites Ende mit der zweiten Spannungsver- 
sorgungsleitung (GNDVl) verbunden ist; . 
einen vierten Schalter (Q22) mit einem ersten Ende, 
welches mit der zweiten Spannungsversorgung 
(GND) verbunden ist und einem zweiten Ende; wo- 
bei 

die sequentielle Schaltung (Mi) mit dem zweiten 
Ende des dritten Schalters (Q21) uber die zweite 
Spannungsversorgungsleitung (GNDVl) verbun- 
den ist; 

die Kombinationsschaltung (Ni) daruber hinaus mit 
dem zweiten Ende des. vierten Schalters (Q22) ver- 
bunden ist . 

der leitende/nicht leitende Zustand des dritten 
Schalters (Q21) mit dem leitenden/nichtleitenden 
Zustand des ersten Schalters (Ql 1) einhergeht und 
der leitende/nicht leitende Zustand des vierten 
Schalters (Q22) mit dem leitenden/nichtleitenden 
Zustand des zweiten Schalters (Q12) einhergeht 

15. Integrierte Halbleiterschaltung nach Patentan- 
spruch 11, gekennzeichnet durch eine zweite Span- 
nungsversorgung (GND); 

eine zweite Spannungsversorgungsleitung 
(GNDVl) zum Halten elektrischer Ladungen; 
einen dritten Schalter (Q21), dessen erstes Ende mit 
der zweiten Spannungsversorgung (GND) und des- 
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seii zweites Ende mit der zweiten Spannungsver- 

sorgungsleitung (GNDVl) verbtmden ist; 

einen vierten Schalter (Q22) mit einem ersten Ende, 

welches mit der zweiten Spannungsversorgung 

(GND) verbunden ist und einem zweiten Ende; wo-. 5 

bei 

die sequentielle Schaltung (MO mit dem zweiten 
Ende des dritten Schalters (Q21) uber die zweite 
Spannungsversorgungsleitung (GNDVl) verbun- 
den ist; 10 
die Kombinationsschaltung (Ni) daruber hinaus mit 
dem zweiten Ende des vierten Schalters (Q22) ver- 
bundenist, 

der leitende/nichtleitende Zustand des dritten 
Schalters (Q21) mit dem leitenden/nichtleitenden 15 
Zustand des ersten Schalters (Ql 1) einhergeht, und 
deir leitende/nichtleitende Zustand des vierten 
Schalters (Q22) mit dem leitenderi/nicht leitenden • 
Zustand des zweiten Schalters (Q12) einhergeht- 

16. Integrierte Halbleiterschaitungnach Paten tan- 20 
spruch 12, gekennzeichnet durch eine zweite Span- 
nungsversorgung (GND); 

eine zweite Spannungsversorgungsleitung', 
. (GNDVl ) zumHaltenelektrischerLadungen; • • 

einen dritten Schalter (Q21),dessenerstes Ende mit 25 
der zweiten Spannungsversorgung (GND) und des- . * ' 

sen zweites Ende mit der zweiten Spannungsverr 
sorgungsleitung (GND V) verbunden ist; 
einen vierten Schalter (Q22) mit einem.ersten Ende, 
welches mit der zweiten Spannungsversorgung 30 
(GND) yerbunderi ist lind einem zweiten Ende; wor 
bei " 

die sequentielle Schaltung mit dem zweiten Ende 
des dritten Schalters (Q21) uber die zweite Span- 
nungsversorgungsleitung (GNDVl ) verbunden ist; 35 
. die Kombinationsschaltung (Ni) daruber hinaus mit 
dem zweiten Ende des vierten Schalters (Q22) ver- . . 
bundenist, . ■ . 

der leitende/nichtleitende Zustand. des dritten 
Schalters (Q21) mit dem leitenden/nichtleitenden 40 
Zustand des ersten Schalters (Ql 1) einhergeht, und . . 
der leitende/nicht leitende Zustand des vierten . 
Schalters (Q22) mit dem leitenden/nichtleitenden 
Zustand des zweiten Schalters (Q 12) einhergeht. 

17. Integrierte Halbleiterschaltung, gekennzeichnet 45 . 
durch eine, Spannungsversorgung (VDD, GND) . 

zum Lieferri eines vorbestimmten Potentials; 
eine Spannungsversorgungsleitung (VDDV, 
GNDV)zumHaltenelektrischer Ladungen;und ^ 
eine Logikschaltung (Li), bestehend aus einer se- 50 . • , 
quentiellen Schaltung, welche Ober die Spannungs- 
^ versorgungsleiturig wahrend einer ersten Periods . 
andauernd mit der Spahnungsyersorgimg verbun- 
den ist und welche wShrend einer zweiten Periode 
Qber die Spannungsversorgungsleitung inte/mittie- 55 
rend mit der Spannungsversorgung verbunden ist 

18. Integrierte Halbleiterschaltung nach Patentan- 
.. spruch 17, dadurch gekennzieichnet, daB die Logik- 

schaltung (Li) daruber hinaus eine Kombinations- 
schaltung (Ni) aufweist, welche wahrerid der ersten 60 
Periode andauernd mit der Spannungsversorgung 
verbunden ist und w'dhrehd der zweiten Periode 
andauernd von der Spaxmungsversorgung getrennt 
'• ist . . . . ' ' 
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